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РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА С РАДИОИЗОТОПНОЙ ПОДЛОЖКОЙ
В данной работе рассматривается разработка базовой модели полупроводникового материала с неравновесным состоянием электронной подсистемы.
Все современные ПТМ содержат радиоэлектронные средства (РЭС), входящие в состав автоматизированных систем управления (АСУ), надежное функционирование которых зависит во многом от внешних воздействующих факторов естественного и искусственного происхождения (разряды молний и статического электричества, излучения радиолокационных и радиопередающих средств, короткие замыкания в энергетическом оборудовании, в ЛЭП и т.п.). При  этом  нельзя не учитывать возникшие впервые проблемы электронного терроризма, связанные с воздействием на РЭС электромагнитных импульсов (ЭМИ) гигаваттной мощности с длительностью импульса порядка единиц наносекунд, которые являются наиболее опасным по своему воздействию РЭС. 
На сегодняшний день сформировалось противоречие между уровнем развития генерирующих средств возможного воздействия на АСУ ПТМ и обеспечением их работоспособности в условиях воздействия мощных ЭМИ УКДИ. Одним из возможных подходов к разрешению сложившегося противоречия является  разработка и применение экранов для зашиты РЭС на основе создания неравновесных состояний полупроводниковых материалов, способных к диссипации больших уровней излучений.
[image: ]Одной из возможностей реализации защиты  АСУ ПТМ от неконтролируемых мощных ЭМИ является использование радиоизотопно-полупроводникового материала (РиПМ), простейшая структура которого представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 - Структура базовой модели полупроводникового материала с ради
о
изотопной подложкой:
Е
пад
 
– амплитуда электрического поля падающей волны ЭМИ
Е
отр
 – амплитуда электрического поля отраженной волны ЭМИ; 
)В общем случае такой материал может быть и многослойным, в котором полупроводниковые слои чередуются с различными по активности радиоизотопными слоями. (Радиоизотопные слои представляют собой чистые источники -частиц).
Такой подход позволит повысить поглощение ЭМИ за счет увеличения концентрации заряженных частиц, обусловленного увеличением активности радиоизотопных слоев  по мере прохождения ЭМИ вглубь материала. 

image1.png
Enay Eom
a

Ionynposoonuxosuis caoii

Paduousomonsati c10ii





